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Ohmik kontak yapmanın yöntemlerinden biri, n-tipi InP (İndiyum Fosfat) yarıiletkeni üzerine oluşturulan metalin 

kalaylandığı tekniktir. Metalin düşük erime sıcaklığı (230°C) ohmik kontak yapma esnasında yarıiletken yapısının 

değiştirmeyeceğini gösterir. Schottky kontaklar yapılmadan önce yarıiletken numuneler temizlendi ve yakıldı. 

Schottky kontaklar vakum altında gümüş kalaylaması ile oluşturuldu. Yapılan her Schottky diyotu TO-5 transistor 

başlığı üzerine monte edildi. Schottky diyotları I-V ve C-V ölçümlerinde kullanıldı. Her diyot için elde edilen I-V ve 

C-V datalan tartışıldı. Schottky diyotunun elektriksel özellikleri, yarıiletkenin yüzeylerindeki duruma büyük oranda 

bağlı olduğu bulundu.  
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A common method of forming ohmic contacts is the alloying technique whereby a metal (tin) is alloyed to the 

heavily doped substrate of the n-InP sample. The low metling temperature (230°C) ensured that there was no 

change in the composition of the InP during the contact formation. The samples were cleaned and etched before 

the making of Schottky contacts. The Schottky contacts were produced by the evaporation of silver globules 

under vacuum. Each fabricated Schottky diode was mounted on a TO- 5 transistor header. The mounted Schottky 

diyotes were used for I-V and C-V measurements. The I-V and C-V spectra of each diode are discussed. It is 

found that the electrical properties of a Schottky diode depend to a large extent on the surface of the 

semiconductor.  
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